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(57) Abstract: The invention relates to a method for transferring a thin layer onto a support substrate, comprising the following steps:
- supplying a bonded structure comprising a donor substrate and the support substrate, assembled by direct bonding at the respective
front faces thereof along a bonding interface, the donor substrate comprising an embedded fragile plane, - applying a fracture heat
treatment to the bonded structure to induce spontaneous separation along the embedded fragile plane, associated with the growth of
microcracks in said plane through thermal activation, the separation leading to the transfer of a thin layer from the donor substrate to
the support substrate. The method is notable in that the fracture heat treatment exhibits: - a temperature-rise rate in excess of 1°C/s,
at least between an initial temperature lower than 250°C and a level temperature greater than or equal to 500°C, and - a temperature
profile such that the bonded structure is subjected to a temperature gradient varying between 40°C and 120°C between a central region
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and a peripheral region.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de transfert d'une couche mince sur un substrat support, comprenant les étapes suivantes :
- la fourniture d'une structure collée comportant un substrat donneur et le substrat support, assemblés par collage direct au niveau de
leurs faces avant respectives, suivant une interface de collage, le substrat donneur comprenant un plan fragile enterré, - l'application
d'un traitement thermique de fracture a la structure collée pour induire une séparation spontanée le long du plan fragile enterré, liée a
une croissance de microfissures dans ledit plan par activation thermique, la séparation menant au transfert d'une couche mince issue
du substrat donneur sur le substrat support. Le procédé¢ est remarquable en ce que le traitement thermique de fracture présente : - une
rampe de montée en température supérieure a 1°C/s, au moins entre une température initiale, inférieure a 250°C, et une température de
palier, supérieure ou égale a 500°C, et - un profil en température tel que la structure collée subisse un gradient de température variant
entre 40°C et 120°C entre une région centrale et une région périphérique.



